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플라즈마 도움 화학 기상 증착 장치 및 
플라즈마 도움 화학 기상 증착 방법
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 기술개요

Ÿ 증발원이 형성한 금속 증기 및 플라즈마가 형성되는 유전체 튜브를 통과하여 기판에 제공되고, 금속 증기는 상기 
플라즈마를 통과하여 활성화되어 기판에 제공되어 박막을 형성하는 화학 기상 증착 장치

Ÿ 활용처 : 반도체

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ MOCVD 기술은 3-5족 물질을 합성할 때 금속 유기 
전구체(metal organic precursor)를 사용하여 
공정을 진행하는데, 금속 유기 전구체의 비용이 
고가이며 또한 불순물(impurity) 문제가 있음

Ÿ 금속 유기 소스(metal organic source)는 액체상태로 
있기 때문에, 버블러(bubbler)를 사용해야하는 장치의 
복잡함이 있음

Ÿ 금속 소스를 증발시킬 때 금속 소스만 가열하여 금속 
증기를 생성하기 때문에 장치가 간단하고 불순물이 
섞일 가능성이 낮음

Ÿ 금속 증기는 플라즈마 생성 영역을 통과하여 기판에 
플라즈마와 함께 제공되어, 기판의 증착온도를 낮출 
수 있음

Ÿ 기판은 진공 챔버의 하부면에 배치되어, 금속 증기와 
플라즈마는 상부에서 제공되어 구조적으로 간단함

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 증발(vaporization) 기술을 이용하여 금속 소스를 
증발시키고, 금속 증기를 플라즈마 통과시켜 기판에 
제공하고, 플라즈마는 활성종을 형성하고, 활성종과 
금속 증기가 기판 표면에서 반응하면서 기판에 박막을 
형성함
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